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はじめに InP の有機金属気相エピタキシーにおける p 型不純物である Zn の基板側拡散がオフ方

向に依存する現象[1]を，キンクの平均移動速度 Vkinkの相違から説明した[2]ので報告する。 
 
仮定 (111)A 面方向へオフした InP(100)表面のステップ(Aステップ)におけるキンク密度は，(111)B

面方向へオフした InP(100) 表面のステップ(B ステップ)におけるキンク密度に比較して低い[3]。

A ステップにおける Vkinkは B ステップにおける Vkinkより高速と考え，以下を仮定した。 

1) Aステップまで表面拡散した Znは，キンクで格子位置に取り込まれる時間的余裕が無いため，

格子間位置(Zni)に入り，kickout 機構[4]により拡散する。 

2) B ステップまで表面拡散した Zn は，キンクで In 副格子位置(ZnIn)に取り込まれ，dissociative

機構[4]により拡散する。また，正孔(h)濃度は ZnIn濃度(Cs)にほぼ等しい。 

3) P 過剰雰囲気下の InP (100)表面における点欠陥形成エネルギーのフェルミエネルギー(EF)依存

性は，P過剰雰囲気下の InP (110)表面における点欠陥形成エネルギーのEF依存性[5]に等しい。 

 
 
検討 InP バルクにおける ZnIn および Zni の形成エネルギーの EF 依存性[6]を考慮すると，EF が禁

制帯下半分に位置する場合，ZnIn，Zni，VIn (バルク)および Ini(表面)の電荷状態は，それぞれ−1，

+2，−3，+1 である。Zni密度に比較して ZnIn密度が無視できる場合の Csの鉛直(z)方向拡散方程式 

∂𝐶s

∂𝑡
=

∂

∂𝑧

3𝐷i 𝐶𝑠
2 𝐶i In 

𝐾𝐴

∂𝐶s

∂𝑧
 [(111)A面方向オフ]                   (1a) 

∂𝐶s

∂𝑡
=

∂

∂𝑧

𝐷i

𝐾𝐵𝐶V In

∂𝐶s

∂𝑧
   [(111)B面方向オフ]                   (1b) 

は，Chu らのユニバーサル拡散分布[4]において，

ソース濃度 C0 = 5.5×1017 cm−3，時間 t = 3276 s [1]，

ならびに次数 n = 2 [(111)A 面方向オフ]および 0 

[(111)B 面方向オフ]，平衡定数 K = 3KA
−1Ci In (Cs/C0)2 

[(111)A 面方向オフ]および KB
−1CV In

−1 [(111)B 面方

向オフ]とすると，実験結果[1]が再現した(Fig. 1)。 
 
まとめ A および B ステップにおける Vkink の相違

に基づき，実験結果[1]を説明できた。 
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